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La presente invención se refiere a elementos eléc­

tricos y a métodos para la  manipulación y precisa orienta­
ción de los mismos, y más concretamente a métodos para la  
manipulación de circuitos integrados con terminales viga 
y para disponer en exacta coincidencia la  pluralidad de 
terminales que se derivan radialmente de dichos c ircu i­
tos con correspondientes vías conductoras situadas en un 
substrato.

En un sentido más concreto, la  presente invención 
tiene por finalidad el disponer en coincidencia una plu­
ralidad de conductores de nuevos micro elementos e léc tri­
cos con vías o Líneas conductoras sobre un substrato an­
tes de la  unión, ya sea temporal o permanentemente, de 
los conductores con las vías. La conexión temporal fac i­
l i t a  la  prueba del componente por medio de interconexio-' 
nes de las vías con elementos de circuito de prueba ade­
cuados. La unión permanente de los conductores a las
vías puede ser la  fase fina l en un proceso de fabricación.

"Últimamente se ha pugnado mucho con miras a la  
producción de componentes y circuitos en los que se han 
mejorado los métodos de montaje, se ha disminuido la  com­
plejidad en la  fabricación, se halla presente la  estabi­
lidad de parámetro eléctrico sin  necesidad de recintos de 
vacío perfecto, se reduce l a  capacidad parásita , y se dis­
minuyen considerablemente las dimensiones fís ica s  de los 
componentes. Juntamente con el esfuerzo de investigación 
citado, se han hecho intentos para fabricar dichos compo­
nentes de modo que, además, resistan  temperatura elevada



(350 RC) envejeciendo durante varios centenares de horas 
en medios corrosivos y la  centrifugación con fuerza ele­
vada (135,000 la  de la  gravedad).

La mencionada investigación ha conducido, por 
ejemplo, a la  formación de un componente que se denomina 
circuito  integrado con terminal viga (Véase "Tecnología 
de Terminal Viga" por M. T. Lepselter en la  publicación 
"The Bell System Technical Journal" Volumen XLV, n& 2, 
Febrero de 1966, págs. 233-253).

El término "circuito integrado con terminal viga" 
comprende dispositivos semiconductores y circuitos in te­
grados con terminales electroformados o electrodos en 
voladizo sobresaliendo de los bordes de una oblea. Los 
terminales viga proporcionan al circuito  un sellado o 
cierre  protector, así como un soporte estructural y con­
tacto eléctrico .

Un procedimiento típico para obtener circuitos 
integrados con terminales viga empieza con una oblea se­
miconductora que contiene en una matriz un conjunto múl­
tip le  de dispositivos eléctricos plgnos. Se entiende que 
las técnicas empleadas corrientemente ya son muy conoci­
das, pero en general ta les procesos se inician con la  fâ - 
biicación de una placa delgada pulimentada de un material 
monocristalino formada cortando a lonjas ún lingote mono- 
c rista lino  que puede tener un diámetro de unos 25 mm. o 
más, aproximadamente. Luego, la  placa delgada pulimen­
tada se somete a una sucesión de operaciones de enmasca­
ramiento fo torresistente, difusión de impureza y deposi-
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ción metálica para formar un conjunto de dispositivos se-' 
miconductores que pueden ser de varios cientos a varios 
m illares dependientenente del tamaño y complejidad de ca­
da elemento individual. De la  manera ya conocida, el 
conjunto se divide en elementos individuales con ayuda 
de medios mecánicos, o concretamente en el caso de dispo­
sitivos con terminales viga, con medios químicos. En el 
procedimiento de montaje es ventajoso mantener la  orien­
tación conocida del elemento semiconductor en e l conjun­
to de obleas durante el tratamiento para permitir la  co­
locación sobre el cuadro de montaje con el fin  de asegu­
ra r la  adecuada interconexión del dispositivo con la  con­
figuración conductora. Se corroen o rific ios de contacto, 
a  través de una capa protectora de pasivación situada so­
bre cada dispositivo. Después de las varias fases de de­
posición metálica (que comprenden la  deposición de p la ti­
no y titan io  en los Orificios y sobre la  capa de pasiva­
ción), se electroconforman terminales viga a p a rtir  de un 
material altamente conductor, como oro, sobre cada dispo­
s itiv o . Esta electroconformación coloca oro en los o ri­
fic io s , y el circuito  tendrá finalmente como conductores 
(después de una áltima fase de corrosión) a nwn parte del 
metal depositado y a l  oro que se extiende fuera de la  pe­
r i f e r ia .

En una fase fin a l de corrosión, un enmascaramien­
to adecuado permite la  re tirada  de las porciones de la  
oblea situadas debajo de los conductores terminales, de­
jando dispositivos individuales o elementos a p a rtir  de



los cuales se extienden los terminales, lo cuales sobre­
salen en voladizo de los bordes de la  oblea. Los termi­
nales en voladizo se denominan "terminales viga".

Dichos dispositivos individuales son extremada­
mente delicados, se deterioran fácilmente y no se pres­
tan a los modos de orientación y montaje generalmente 
eficaces para equipo electrónico más considerable. Has­
ta  la  fecha los expresados dispositivos se han manejado 
empleando en la  mayoría de los casos mátodos manuales 
análogos a los utilizados en la  fabricación de relo jes. 
Sin embargo, en el campo semiconductor es aún mayor que., 
en dicho terreno la  necesidad de limpieza y no contami­
nación en herramientas y ambientes. Además, es necesa­
r ia  una destreza considerable por parte de los operarios 
que usan instrumentos ta les como tenacillas o pinzas y 
probetas de vacio. La mayoría de las operaciones hay que 
realizarlas con microscopios, lo que añade todavía mayo­
res dificultades a l procedimiento. Además, es necesario 
montar temporalmente el material semiconductor en forma 
de rebanada o pedacito para elaboración química o mecá­
nica, comprobación o transporte. Con anterioridad esto 
se ha efectuado empleando materiales adhesivos de varios 
tipos que presentan dificultades desde el punto de v ista  
del desmontaje y por lo que se refiere  a contaminación.

Típicamente, los circuitos integrados con termi­
nales viga tienen tamaños que oscilan aproximadamente en­
tre  0,51 y 1,27 mm. por 0,43 a 0,94 mm. Estas pequeñas 
dimensiones hacen extremadamente d if íc i l ,  no sólo el ma-
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nejo de los dispositivos, sino también el s itua r los con­
ductores del circuito en registro  con las vías conducto­
ras en un substrato, juntamente con la  comprobación o el 
montaje permanente del circuito en e l substrato.

Además, los circuitos integrados con texminales 
viga se deterioran y se contaminan con los instrumentos 
manuales. En consecuencia, los menores de dichos c ircu i­
tos son manejados mejor.

La presente invención proporciona perfecciona­
mientos para los problemas de manejo y orientación mencio­
nados anteriormente.

La presente invención tiene por objeto un nuevo 
y mejorado elemento eléctrico , ta l  como un circuito  in­
tegrado con terminales viga, y un substrato, así cono un 
método para e l manejo, transmisión y orientación exacta ' 
de dicho componente con relación a un substrato.

Ya sea durante (como una parte de las  fases de 
deposición metálica) o después de la  producción del com­
ponente, se incorpora una región magnética (que puede ser 
magnetizada o magnetizable) dentro o sobre el componente. 
En una foima de realización, un campo magnético está, ade­
más, asociado con un substrato y/o sus vías conductoras 
con la s  qu.e se han de poner en registro  los correspondien­
tes conductores del componente. La polaridad y magnitud 
del campo es ta l  que s i l a  región se mantiene suficiente­
mente próxima, el mismo atrae la  región favoreciendo "im * 
determinada alineación. Seguidamente, se desplazan jun­
tamente el componente y el substrato para perm itir la
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interacción del campo y de la  región. El campo arrastra  
a la  región hacia el substrato en el alineamiento deter­
minado. La preselección de la  situación de la  región y 
del campo determina la  colocación de los conductores en 
registro  con vías de contacto correspondientes y la  po­
sición en la  que el componente es sujetado contra el subs­
tra to . Después de haber, sido efectuado dicho reg istro , 
el campo puede re tira rse  o pexmanecer, y ahora el compo­
nente puede ser unido establemente a l substrato o v e rifi­
cado por elementos de circuito apropiados conectados a 
las vías.

En otra forma de realización concreta, la  incor­
poración de la  región magnética en un circuito integrado 
con terminales viga puede comprender las operaciones de ' 
revestir o de embeber de un material magnético o magneti­
zable los conductores o el cuerpo del c ircu ito .. Se puede 
u tiliz a r  una pluralidad de regiones magnéticamente asimé­
tricas y/o campos para "codificar", lo que,asegura que el 
circuito es orientable con e l substrato en una tínica 
orientación, o que sólo es orientable un tipo seleccio-. 
nado de circuito con una zona dada del substrato.

El campo magnético asociado con el substrato pue­
de ser engendrado por uno o más Imanes asociados con el 
substrato. Se puede llevar a cabo la  adecuada orienta­
ción del circuito  con el substrato, no solamente por me­
dio de la  interacción de campos magnéticos, sino también 
mediante el apoyo de una parte del'^circuito con el imán 
unido.



Bn un aspecto general, la  presente invención com­
porta la  incorporación de material ferromagnético en ta­
bleros de montaje, cuyo material ferromagnético puede ser 
del tipo duro y del tipo blando, así como de un tipo in - 

5 teimedio.
Además, en la  práctica de esta invención, mate­

ria les  magnéticos dispuestos en los tableros de montaje 
pueden ser, en el sentido de tiempo, magnetizados sustan­
cialmente en forma permanente antes del montaje de dispo- 

10 sitivos semiconductores en los tableros. Por e l contra­
rio , s i-se  emplean materiales blandos, se puede acoplar 
una fuerza magne tomo tr ia  exteriormente activada a l mate­
r i a l  ferromagnético del tablero sólo durante la  opera- . 
ción de montaje.

15 Asi, de acuerdo con la  invención, mediante la  '
provisión de elementos magnéticos dentro del substrato 
o tablero de montaje, los dispositivos semiconductores 
que se tengan que montar en dichos substrato o tablero 
se pueden alimentar a la  superficie del tablero y es po- 

20 sib le situarlos con exactitud gracias a la  atracción 
magnétioa provista entre ellos.

Las ventajas de la  presente invención se pondrán 
de manifiesto mediante una consideración de la  siguiente 
descripción detallada y con referencia a los dibujos, en 

25 los que :
La figura í  es una v is ta  en perspectiva de un 

circuito  integrado con terminales viga, provisto de una 
pluralidad de conductores que se extienden hacia el ex-
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te rlo r a p a rtir  de un cuerpo y de un substrato que tiene 
una pluralidad de vías conductoras con las que, de acuer­
do con la  invención, han de ser colocados respectivos con­
ductores.

5 Las figuras 2 y 3 son vistas en sección de dispo­
sitivos semiconductores del tipo ilu stra to  en la  figura 1.

Las figuras 4, 5 y 6 ilustran , en forma d istin ta , 
alguna técnica para incorporar regiones magnetizables en 
los componentes de la  figura 1.

10 Las figuras 7* 8 y 9 son secciones de partes de
dispositivos semiconductores con terminales viga que mues­
tran otras varias disposiciones para comprender material 
magnético.

La figura 10 es un alzado la te ra l que muestra un .
15 método, en variante, para asociar un campo magnético con 

e l substrato de la  figura 1.
La figura 11 es una v ista  esquemática que ilu s ­

tra  los principios para la  retención de un dispositivo 
semiconductor con terminales viga que emplea elementos

20 magnéticos.
La figura 12 es un alzado la te ra l de una forma 

del nuevo dispositivo orientado sobre un substrato me­
diante imánales que atren una porción del componente, es­
tableciendo contacto con la  misma.

25 La figura 13 es una forma de realización que ilu s­
tra  el anpleo de una fuerza magnética exterior acoplada.

La figura 14 es una representación esquemática de 
los elementos magnéticos para el transporte de d lspositl-
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vos con terminales viga por un recorrido preestablecido.

En los dibujos, la  s ig la  F de las figuras 2 y 3 
significa "ferromagnético".

De acuerdo con la  presente invención, en la  figu­
ra 1 se ilu stran  un elemento eléctrico , citado como ejem­
plo, concretamente un circuito  integrado con terminales 
viga -10-, y un substrato -11- con el que se ha de orien­
ta r  el circuito  -10-. Se debe entender que ai esta in­
vención se pueden emplear otros tipos de componentes eléc­
trico s, ta les como transisto res discretos, condensadores 
y circuitos de película delgada, representándose el c ir­
cuito -10- solamente a tí tu lo  de ejemplo. Además, se pue­
den u ti l iz a r  otros elementos de soporte que no sea el 
substrato -11-, ta les  como placas de circuito  impreso, 
circuitos integrados RO y sim ilares. '

El circuito -10- comprende un cuerpo -20- que 
puede contener un dispositivo plano convencional (no ilu s­
trado). Del cuerpo -20- irradian o se extienden exterior- 
mente una pluralidad de conductores -13-. Estos conduc­
tores en este caso son terminales viga, pero pueden con­
s i s t i r  en otros tipos de electrodos para interconectar el 
cuerpo -20- oon elementos de circuito  exteriores.

El substrato -11- puede comprender una base no 
conductora, ta l como cerámica, fenólica, p lástica  o simi­
la r  sobre la  que ha sido unida o depositada, por cual­
quier meaio, una pluralidad de vías conductoras -15-, 
constituidas, por ejemplo, por hoja de cobre o películas 
de oro. Las vías se depositan sobre el substrato segán



5

10

15

20

25

3750   ̂ l ,
una configuración correspondiente con los conductores 
-13-. Desde luego, los conductores -13- han de quedar 
asentados con sus correspondientes vías -15- y mantener­
se en contacto con ellas, cuyas vías son conectables eléc­
tricamente con elementos de circuito de u tilización  exte­
r io r  o para probar elementos de c ircu ito .

Como se ha dicho anteriormente, el circuito  -10- 
y sus conductores -13- son absolutamente pequeños, como 
las vías -15-. En consecuencia, los métodos conocidos pa­
ra  la  colocación en reg istro  y para la  unión de los conduc­
tores -13- y las vías -15- comportan el siguiente ppocedi- 
miento manual :

De un grupo de dichos circuitos se capta un c ir­
cuito -10-, ya sea por medio de pinzas o con ayuda de un 
instrumento de vacio en forma de aguja hipodérmica. Un 
operarlo examina el circuito captado para comprobar que 
se halla situado con el lado apropiado para la  colocación 
contra el substrato -11-. Una vez ha sido ello constata­
do, empleando un microscopio o un c ris ta l.d e  aumento, o . 
ambos elementos, el operador efectúa, a.mano, un registro 
aproximado de los 'conductores -13- y las vías -15-, des­
cendiendo sobre el substrato el circuito registrado apro­
ximadamente. Luego se efectúa un registro cuidadoso, u ti­
lizando nuevamente un microscopio o un c r is ta l de aumento, 
o ambos elementos (a veces se emplea una alineación con 
un re tícu lo ). El operarlo, teniendo la  precaución de no 
mover el circuito  -10- y el substrato -11- relativamente, 
une o f i j a  estable o temporalmente el circuito -10- al
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substrato.
Como se puede fácilmente apreciar, los métodos 

conocidos para rea lizar las finalidades de la  presente 
invencién son d if íc ile s , oostosos y antieconémicos.

En ana de sus formas, la  presente invencién, t ie ­
ne por objeto un nuevo artículo  de fabricacién y un méto­
do, la  primera fase del cual es la  incorporacién de una 
regién magnetizable én el c ircu ito , revistiendo para ello 
el mismo con un material magnético para producir el nuevo 
articu lo . La regién puede tener originalmente la  deseada 
orientacién magnética, o se puede imponer después.

Con referencia a las figuras 5 y 6, se pueden 
aplicar una o más regiones a los cuerpos -52- é -62- de 
los dispositivos -50- é -60-, como se indica con la  refe­
rencia numérica -57-, o se puede revestir con dichas re -  ' 
giones uno o más de los conductores -53- é -63-, como se 
indica con la  referencia numérica -67-. Las regiones -57- 
y -67- se pueden imanar, por ejemplo, con imanes pennanen- 
tes con un polo norte y un polo sur. Dichas regiones se 
pueden depositar o laminar, o ser aplicadas de otra mane­
ra  a los circuitos -50- é -6o- por cualesquiera medios.
Por otra parte, las regiones -57- y -67- pueden ser iman- 
tables, pero inicialmente desimantadas, aplicándose mate- 
r i a l  a los circuitos -50- é -6o- mediante cualquier técni­
ca, como pulverizacién, evaporacién, electrodeposicién, 
etc. En el último caso::: durante o después de la  fase de 
regién puede ser necesario imantar las regiones -57- y
-67- hasta que se estableoen los adecuados polos magnéti­
cos norte y sur.
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Desde luego, la  incorporación de los tipos de re­
gión -57- y -67- en los circuitos -50- ó -6o- pueden ser 
una fase in tegral del procedimiento mediante el que se ha­
cen los circuitos -50- ó -60-.

En la  figura 5 se ilu s tra  un método para asociar 
un canpo magnético con el substrato -51-. Concretamente 
sobre la  base -54- se deposita un revestimiento magnéti­
co -56- de carácter similar a la  región -57-, como se ha 
descrito con referencia a l circuito  -50-. La región -56- 
se dispone sobre la  base -54- de modo que, después de la  
imantación (si es necesario) sus polos norte y sur atraen 
respectivamente los polos norte y sur de la  región -57-. 
Tal atracción pone en registro exacto los conductores -53- 
del circuito  -50- con las vias -55- simplemente al ponerse 
en contacto el circuito  -50- y el substrato -51- para per­
m itir la  interacción de los campos magnéticos de las re­
giones -57- y -56-. La atracción también sirve para su­
je ta r el circuito -50- sobre el substrato -51- para u lte­
r io r  unión.

Análogamente, y con referencia a la  figura 6, el 
campo magnético puede ser asociado con el substrato -61-, 
colocando para ello , como se ha descrito anteriormente con 
relación a la  región -56-, un revestimiento -66- sobre la 
vía -65-, la  cual corresponde a l conductor -63- provisto 
del revestimiento —67—. Los polos magnéticos de las re­
giones -67- y -66- son complementarios para llevar a cabo 
el conveniente asiento coincidente y sujeción.

Las disposiciones siguientes son variantes de la.
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precedente descripción de las figuras 5 y 6.

(1) -  Sobre los circuitos -50- 6 -60- y sobre los 
substratos -51- 6 -61- se pueden colocar respectivamente 
más de una región -57- y más de una región -67-, como se-

5 guridad adicional de adecuada orientación. Dicha coloca­
ción se puede efectuar en forma de "código", de modo que 
solamente es posible una orientación de los circuitos e50- 
6 -60- con los substratos -51- ó -61-. El "código" puede 
consistir en campos magnéticos complementariamente asimé- 

ip tríeo s sobre el circuito  y en el substrato -11-.
(2) -  Más de uno de los conductores -53- 6 -63-

y más de u n a d e jlá sv ia s  -55- 6 -65- se pueden cubrir me- 
diante una región -67- y -66- respectivamente, para mayor ' 
seguridad de la  conveniente orientación, pudiéndose emplear. 

15 nuevamente un "código".
(3) * -  De acuerdo con las figuras 5 y 6 y las  dis- 

- posiciones (1) y (12) y con arreglo a l a s  necesidades y
, X conveniencias, se puede u ti l iz a r  cualquier mezcla o combi-

nación de regiones sobre los circuitos -50- ó -60- y en 
^20 los substratos -51- ó -61-.

- (4) -  Las disposici&nes citadas se pueden rea liza r
bajo cualquier combinación mediante regiones magnéticas de - 
integración en los cuerpos -52- 6 -62- o en los conducto­
res -53- 6 -63- de los circuitos -5 0 -6  -60- y en o bajo 

25 las bases -54- ó -64- o bajo las  vías -55- 6 -65- de los 
substratos -51- 6 -61-.

En la  figura 4 se ilu s tra  un ejemplo de la  varian­
te  (4). Un circuito integrado -40- con terminales viga



comprende un cuerpo -41- y conductores viga - 46- ,  de los 
cuales se ilu s tra  solamente uno de ellos. Los conducto­
res -46- comprenden varias capas 44-48 y 47 que pueden 
adoptar varias formas y estar constituidos por varios me­
ta les . Para mayor simplicidad, y solamente a titu lo  de 
ejemplo, se ilu s tra  una capa de platino - 44- ,  una capa 
magnética -47- (por ejemplo de níquel), una capa de p la ti­
no -45- y una capa de oro -48- .

En un circuito integrado con terminal viga de t i ­
po convencional la  capa en la  porción de 47 puede ser de 
titan io . La sustitución de la  región magnética que cons­
tituye níquel magnético en la  capa 47 se ha observado que 
es química y eléctricamente compatible con el circuito -40- 
cuando es de ti ta n io . Además, el níquel se puede proveer 
convenientemente durante una de las  fases de deposición 
utilizadas para hacer los conductores - 46-  casi de la  mis­
ma manera que como el titan io .

Para completar la  descripción de la  figura 4, el 
cuerpo —41— puede ser una oblea de s ilic io  cubierta con 
una o más capas de pasivación -42- y - 43-  de materiales 
ta les como dióxido'de s ilic io  y nitruro de s i l ic io . A tra­
vés de las capas de pasivación -42- y - 43-  se corroen ori­
ficios de contacto -49-. Mediante las fases de deposición 
metálica se colocan en dichos orific ios - 49-  las  capas 
44-48 y 47 que constituyen los conductores viga - 46- .

Todas las variantes (1) -  (4) descritas se pueden 
emplear con el circuito  -40- de la  figura 4 para asociar 
él campo magnético con el substrato.
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Aquí se debe indicar nuevamente que las regiones ' 
ta l  como las -57- y -66- pueden ser imantables o imana­
das. Más generalmente, las regiones, ta l  como las -57- 
y -66- se pueden denominar "ferromagméticas". Este té r ­
mino designa una clase de materiales que tienen gran per­
meabilidad magnética y pn punto de saturación definido y 
que muestran apreciable magnetismo residual e h is té re s is . 
El téimino "ferromagnétieo" no queda limitado a materia­
les que comportan hierro y pueden comprender materiales - 
magnéticos "duros" y "blandos". Los materiales'duros" 
muestran un elevado valor del producto de energía (BH) . 
En unidades de energía por unidad de volumen, los materia­
les "blandos" presentan una baja (BH) .max

En el caso de materiales magnéticos duros, la s  re ­
giones ta les como las -57- y -66—, con las finalidades dd 
la  presente invención, se imantan sustancialmente de ma—  
ñera permanente y se orientan una vez dispuestas " in  s i -  
tu " . En el caso de material magnétioo blando, las regio­
nes ta les como las -57- y -66- son imantables y se pue­
den emplear de una o dos maneras. Primeramente, como se 
ha dicho, se pueden imantar antes de rea lizar el método 
de orientación objeto de la  presente invención. Por ejem­
plo, las denominadas tin tas  magnéticas pueden ser someti­
das a un campo magnético fuerte mientras se hallan en es­
tado fluido, de manera que después del secado las tin ta s  
presentan polaridad magnética.

Se pueden producir también configuraciones de ma­
te r ia l  magnético mediante deposición selectiva empleando
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máscaras adecuadas y por medio de corrosión selectiva, 
utilizando igualmente máscaras. La masa de material fe - 
rromagnético necesaria.no es excesiva y se han consegui­
do resultados satisfactorios utilizando películas de unos 

5 0,013 a unos 0,019 mm. aproximadamente de espesor.
En segundo lugar, los materiales blandos, aunque 

no estén permanentemente imantados, se pueden emplear par­
ra  concentrar las líneas magnéticas de un imán exterior. 
De esta manera, cualquiera de las reglones ta les como las 

10 -57- y -66-, aunque no estén permanentemente imantadas,
pueden actuar como s i lo estuvieran.

Generalmente, la  selección de un material ferro- - 
magnético dependerá de la  aplicación particular que se 
tenga que hacer de las propiedades magnéticas, así como 

15 dgL método mediante el que se deposita el m aterial. Por 
ejemplo, las técnicas de deposición pueden comprender 
electrodeposición, evaporación, pulverización y similares.

La manera de adjuntar la  película depende otra vez 
de la aplicación que se le  haya de dar, así como del pr,o- 

20 cedimiento de fabricación particular empleado. En la  f i ­
gura 7, se incorpora una película de material ferromagné- 
tico  -77- en la  parte engruesada de una estructura típ ica  
de conductor viga antes de la  deposición de la  película de 
oro gruesa fina l -78-. En esta configuración el conductor 

25 está en la  cara in ferio r del cuerpo -71- para permitir la  
unión a una configuración conductora en un substrato. El 
conjunto -70- comprende un cuerpo semiconductor -71- de 
s ilic io  que puede comprender una o'más zonas d ifundidas



para constitu ir un transisto r, resistencia o diodo. S o - ' 
bre la  superficie de capa -79- se encuentra una delgada 
capa -72- de dióxido de s ilic io  sobre la  que se halla  una 
capa -73- de nitruro de s i l ic io , ambas d ie léc tricas, con 

5 finalidades de pasivación. Sobre las  capas dieléctricas 
se hallan depositadas sucesivas capas de titan io  -74-, 
platino -75- y oro -78- y con la  anteriormente denomina­
da capa intermedia -77- de m aterial ferromagnético deter­
minan una configuración de a le ta .

10 En la  figura 8 se provee el material ferromagné­
tico con una configuración laminar en la  que la  película 
-87- se aplica después de una electrodeposición de con­
ductor viga de oro in ic ia l -86-. Se aplica una capa adi­
cional de oro -88- para formar ál conductor viga. La es- 

15 tructura es sim ilar a la  que se ilu s tra  en la  figura 7, ' 
a excepción de que el m aterial magnético se extiende en­
teramente por ambas zonas de conductor viga y de contacto.

Concretamente, el cuerpo semiconductor -81- es de 
s i l ic io , las capas -82- y -83- son respectivamente de 

20 dióxido de s ilic io  y de nitruro de s ilic io , la  capa -84- 
es de titan io , la  capa -85- de platino, las capas -86- y
-88- ambas de or§, y la  capa -87- de material ferromagné­
tico .

En la  figura. 9, la  película -97** de material mag- 
25 nético se aplica a la  superficie posterior o superior del 

cuerpo semiconductor de s i l ic io .  De nuevo el cuerpo -91- 
es de s i l ic io , las capas —92— y —93* son respectivamente 
de óxido de s ilic io  y de nitruro de s ilic io , y las capas
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-94-i -95- y -96- son respectivamente de titan io , p la ti­
no y oro.

Desde luego, se podrá apreciar que dichas confi­
guraciones se pueden combinar de varios modos. Por ejem- 

5 pío, la  configuración de la  figura 9 puede combinarse in­
distintamente con las  disposiciones de las figuras 7 y 8 
con el f in  de permitir facilidad de manejo y sujeción de 
los conductores viga para la  unión y la  orientación. Ade­
más, la  película —97— de la superficie del semiconductor 

10 se puede aplicar de acuerdo con un dibujo o configuración 
particular con miras a la orientación.

En la  figura 10 se ilu s tra , en variante, una for­
ma de realización para la  asociación del campo magnético 
con el substrato -101-. Para mayor simplicidad, se ilu s- 

15 tra  el circuito -100- con una parte de su cuerpo -102- 
cublerta con la  región imantada -57- de la  figura 5. El 
substrato -101— y uno o más electroimanes permanentes 
-106- están unidos entre s í .  Esta reunión se efectúa pre­
feriblemente empleando el imán —106— como soporte del 

20 substrato —101—. Se puede llevar a cabo la  adecuada a l i­
neación del substrato y del imán -106- mediante clavijas 
-108- que, colocadas en el imán, se disponen encajadas en 
orific ios de centraje -109- previstos en el substrato 
-101-.

25 En consecuencia, y como se ilu s tra  en la  figura
10, el substrato -101- descansa sobre el imán -106-. Se 
debe entender que se pueden emplear más o menos imanes 
—106— y que los mismos no han de hallarse necesariamente



-debago del substrato -101-, sino que pueden estar más 
bien a un lado o encima del substrato. En cualquier ca­
so, los imanes -106- se asocian con el substrato -101-, 
seleccionando su potencia y la  polaridad de modo que la  

5 región imantada -107-, poseedora de un polo norte y de 
un polo sur, es apropiadamente atraída y alineada con 
respecto a l imán -106- para efectuar la  conveniente orien­
tación del circuito--100- y del substrato -101-. También 
se pueden anplear regiones del tipo representado con la  

10 referencia numérica -57- en la  figura 5 y con la  -47- en 
la. figura 4. -

Se pueden emplear medios cualquiera -110- (figu­
ra 10) para asociar los imanes con el substrato -10Í-. 
Dichos medios pueden u tiliz a rse  igualmente para re trae r 

15 los imanes -106- una vez se ha llevado a cabo la  conve- ' 
niente orientación. Evidentemente, este procedimiento 
proporciona un abaratamiento del coste, eliminando la  ne­
cesidad de regiones ta les como la  -56- de la  figura 5 y 
la  -66- de la  figura 6 y, además, fa c i l i ta  la  orienta- 

20 ción de una multitud de circuitos -100- sobre e l mismo - 
substrato -101- cuando el empleo de una cantidad de re ­
giones -56- (figura 5) y regiones -66- (figura 6) desti­
nado a orientar diferentes circuitos -100- puede dar por 
resultado una inconveniente interferencia mutua de los 

25 campos magnéticos presentes.
El imán -106- se puede usar asimismo con una re ­

gión (no ilustrada) sobre el substrato que concentra la  
línea de fuerza del imán -106-. Dicha región puede ser



adecuadamente "blanda", no habiendo necesidad de imantar 
permanentemente la  misma. Puede u tiliza rse  una técnica 
similar con las reglones -57- (figura 5), -67- (figura 6) 
y -47- (figura 4) incorporadas en el circuito -100-, sien- 

5 do las  referidas regiones de materiales magnéticos "blan­
dos".

En la  figura 11, la  efectividad de elementos mag­
néticos para la  manipulacién y colocación de un elemento 
semiconductor que comporta material ferromagnético se 

10 ilu s tra  mediante una representación esquemática que mues­
tra  las líneas de fuerza magnética a base de líneas de 
trazos y que comprende vectores que indican las fuerzas 
que actúan sobre el elemento. En la  figura 11 se muestra 
un circuito magnético -117- con un entrehierro -119- y,

15 como se ha indicado anteriormente, las líneas de fuerza 
magnética -118- constituyen una parte del campo que ema­
nan del mismo sobre el imán. Colocado en el entrehierro 
se halla el substrato -115- y el conductor -116- sobre el 
que se han de f i j a r  permanentemente el elemento semicon- 

20 ductor -112- y los conductores viga -113-. En este ejem­
plo concreto el elemento semiconductor contiene una pe- 
líou la  ferromagnética -114- en los dos conductores viga 
opuestos ilustrados Bn esta v is ta . Por la  configuración 
del campo magnético se puede ver que las fuerzas (vecto- 

25 res F  ̂ y Fg) que afectan a las películas magnéticas -114- 
se pueden separar en componentes que actúan hacia el ex­
te rio r (vectores F^g y Fgg) en magnitudes iguales y opues­
tas cuando el elemento se centra sobre el entrehierro,



asi como hacia abajo (vectores Fpy y Fgy). De esta mane-' 
ra  el elemento magnético asegura contacto intimo o suje­
ción de los conductores viga -113- del elemento semicon­
ductor -112- en la  posición adecuada con relación a l subs- 

5 tra to  -115-. Esto es importante con objeto de permitir 
la  oportuna unión de los conductores viga -113- del ele­
mento -112- en la  posición conveniente. En particular 
cuando se emplean técnicas de unión, tales como soldadu­
ra con láser, es importante el contacto entre el condue­

lo to r viga -113- y la  configuración conductora -116- en el 
substrato -115- para llevar a cabo la  unión. Es impor­
tante la  adecuada colocación en otras técnicas de unión, 
incluyendo teimocompresión y unión ultrasónica. Además, 
aunque no se i lu s tra  concretamente, se puede lograr la ,

15 orientación disponiendo películas magnéticas sobre con— ' 
ductores en tre s  lados o en cuatro conductores en un lado 
y dos en el lado opuesto, asi como otras configuraciones 
asimétricas.

En la  figura 12, se describe otra fonaa de re a l i— 
20 zación de la  presente invención. Como antes, en esta  rea­

lización cualquier parte del circuito  -120- puede llevar 
incorporada una región magnética oportuna. Para mayor 
simplicidad, la  figura 12 muestra dos de los conductores 
-123- del circuito -120- que contienen una región magné­
tic a  similar a las regiones -67- (figura 6) o -47- (figu­
ra  4).

Al substrato -121- se hallan unidas correspondien­
tes regiones -126- similares a la  región -66-, con la  ex-

25
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cepción de que las reglones -126- tienen una apreciable 
dimensión en vertica l. Los campos magnóticos de las re­
giones -126- atraen y orientan el circuito -120- por me­
dio de las regiones -67- de la  figura 6 y -47- de la  i i -  

5 gura 4 en los conductores -123-. Sin embargo, une, vez 
han sido efectuadas dichas atracción y orientación, los 
conductores -123- se apoyan contra el lado de las regio­
nes -126-. Tal apoyo coopera con la  interacción de los 
campos magnóticos para asegurar la  adecuada orientación 

10 del circuito -120- y el substrato -121-.
En la  disposición ilustrada en la  v ista  en sec­

ción de la figura 13, un tablero de montaje -131- presen­
ta  sobre una de sus superficies tira s  blandas -135- y 
-136- de material magnético. Montado sobre la  otra cara 

15 se encuentra un dispositivo semiconductor con conductores 
viga que comprende la  oblea saniconductora -130- con con­
ductores viga -133- y -134- fijados a las tira s  conducto­
ras -132- sobre el tablero de montaje -131-. En la  cara 
superior de la  oblea -130- se halla una t i r a  -137- de ma- 

20 te r la l  ferromagnético que permite la  colocación y reten­
ción del dispositivo semiconductor cuando el electroimán 
-139- se aplica a las tira s  -135- y -136--y se excita. 
Admitiendo la  exageración proporcional de las dimensio­
nes de espesor en e l dibujo, se apreciará que se forma 

25 un circuito magnético que completa la  t i r a  -137- del d is­
positivo semiconductor ocupando el entrehierro entre las 
tira s  —135— y —136—. Después de haber sido conveniente­
mente unido el dispositivo semiconductor se re tira  el



electroimán -139-. Se puede apreciar que es posible u ti­
liz a r  p lan tilla s  electromagnéticas para llevar a cabo el 
montaje del tablero del aparato basado en dicha, idea. - 
Además, con miras a l montaje, puede resu ltar ventajoso 
el incorporarlas s i los elementos electromagnéticos para 
producir campos magnéticos verticalmente dispuestos de 
carácter alternativo o de pulsacién. Es decir, mediante 
la  provisién de nádeos y devanados por separado y la  
aplicación de una corriente alterna u ondulatoria se pue­
de provocar un ligero movimiento vertica l de los elemen­
tos del circuito sobre el tablero para perm itir un posi- 
cionamiento más fá c i l .

La captación y transporte in ic ia les del c ircu ito  . 
y del substrato se pueden efectuar de manera adecuada por 
medio de un electroimán excitable selectivamente que apro­
vecha las regiones magnéticas de los elementos.

Por lo expuesto se puede aámitir que es posible 
automatizar fácilmente el montaje de elementos de c ircu i­
to sobre los substratos, proveyendo para ello campos mag­
néticos de acuerdo con la  configuración de montaje en el 
substrato. Los elementos de circuito  son alimentados a 
la  superficie del substrato sobre el cual posicionan y su­
jetan el elemento los campos magnéticos. Muy generalmen­
te  los elementos de c ircu ito  semiconductor son ligeros, 
con un peso del orden de milésimas de gramo, de manera'que 
para producir el necesario movimiento se necesitan fuerzas 
magnéticas relativamente pequeñas.

La figura 14 ilu s tra  esquemáticament e el transpor-
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te  de un elemento conductor viga sobre un entrehierro y 
que es doblado según un ángulo a. Sobre el entrehierro 
se halla  un grupo de cabezas magnéticas -140-141 que se 
pueden excitar sucesivamente dando por resultado el mo­
vimiento v irtual del campo magnético. En este caso ca­
da conductor viga del elemento semiconductor -143- pue­
de comprender una película ferromagnética solamente en 
los conductores -145- de lados opuestos de dicho elemen­
to . Los conductores viga -144- podrían contener o no 
una película ferromagnética. En consecuencia, el el amen­
to semiconductor es retenido por medio del campo magnéti­
co sobre el entrehierro -142-, como se ha explicado con 
relacién a la  figura 11. Excitando sucesivamente el con­
junto de cabezas magnéticas, se puede transportar el ele­
mento sobre el entrehierro -142- y puede ser llevado s i ­
guiendo él ángulo a que puede ser mayor de 9DS. Así, es 
evidente que se puede llevar a cabo la  inclusión se lec ti­
va de un material magnético dentro de los elementos semi­
conductores para pennitir operaciones de manipulación 
particulares.

Además, eá posible colocar las regiones magnéti­
cas sobre el circuito -120- y el substrato -121- de muy 
diversas maneras. Una de ellas consiste en un saliente 
imantado en el circuito —120— que se acopla en un entran­
te  imantado del substrato -121-.

Se puede efectuar de varias maneras la  incorpora­
ción de elementos magnéticos en el substrato o tableros 
de montaje como se ha descrito con relación a la  presente
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inbenoión anteriormente. En los lugares convenientes de ' 
la  placa de circuito  y mediante una fase de metalización 
separada que emplea una máscara d is tin ta  a la  configura­
ción magnética requerida se pueden proveer material mag­
nético rígido apropiado para imantación permanece o mate­
r ia l  blando para u tilización  con una fuerza magnetomotriz 
externa. Después de.la deposición, se puede imantar ma­
te ria l rígido como convenga empleando cabezas magnéticas 
dispuestas en forma de p la n tilla  o equivalente. Confor­
me a una variante, el material magnético se puede deposi­
ta r  sobre toda la  superficie de la  placa de circuito  y 
las regiones no necesarias se pueden re t i r a r  empleando 
una máscara.

Como sea que los elementos semiconductores que se 
posicionan de acuerdo con la  presente invención son de ma­
sa extremadamente pequeña, pueden bastar las fuerzas elec­
trostá ticas para afectarlos. Como ya es sabido, dicha - 
carga e lectrostática innecesaria que se puede acumular 
es re tirab le  mediante radiación de partícu la o rayos X.
En algunos casos, es posible u ti l iz a r  fuerzas electrostá­
ticas para retener o suspender elementos durante el pro­
ceso de montaje. Además, como se ha dicho anteriormente 
se puede emplear un campo magnético alternativo superpues­
to para superar los efectos de fricción superficial y dex­
terminar una alineación óptima. Así, aún cuando la  pre­
sente invención se puede llevar a cabo principalmente u t i ­
lizando material magnético polarizable por giro , es posi­
ble aaplear materiales que se someten a polarización por
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otros medios, por ejemplo, electrostáticos.

La limitación solamente c rit ic a  impuesta en el 
carácter de las regiones magnéticas que se han descrito 
es la  de que ni la  composición química ni sus campos mag­
néticos perjudican a las caraoteristíicas eléctricas y a 
la  función eléctrica del circuito -121-.

N O T A

10

15

20

Se reí-vindica como objeto de la  presente patente 
de invención :

1. -  Método para la  orientación de elementos eléc­
tricos, elementos eléctricos y tablero de montaje para la 
ejecución de dicho método, que comporta un cuerpo y a l 
menos un conductor unido a l cuerpo, con un substrato so­
bre el que se halla al menos una v ía conductora, para po­
ner adecuadamente en reg istro  coincidente el conductor y 
la  correspondiente vía conductora, caracterizado por com­
prender las fases de: (a) establecer al menos una región 
imantable en el elemento, ib) asociar un campo magnético 
con el substrato, cuyo campo tiene una polaridad magnéti­
ca y una magnitud que juntamente permiten una orientación 
elegida de la  citada región con el mismo, y (c) aproximar 
el elemento y el substrato hasta que la  región y el campo 
interaccionan para con el expresado campo poner oportuna­
mente en registro  coincidente el conductor y su corres­
pondiente vía.

2. -  Método, según la  reivindicación 1, caracte-
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rizado por recubrir al meaos una parte del cuerpo del ele­
mento con un material magnético para establecer la  región 
lmantable.

3. -  Método, según las reivindicaciones 1 ó 2, ca­
racterizado por recubrir a l menos una parte del conductor 
con un material magnético para establecer la  región iman- 
tab le .

4 ' ** Método, -según una cualquiera de las reivindi­
caciones precedentes, caracterizado por f i j a r  un material 
magnético en a l menos una zona del elemento para estable­
cer la  región imantable.

5. -  Método, según una cualquiera de las reivindi­
caciones precedentes, caracterizado por montar a l menos
un imán en el substrato.

6. -  Método, según la  reivindicación 5, caracterial 
zado por permitir que una parte del elemento se apoye con­
tra  el imán debido a la  interacción, de manera que median­
te  la  interacción y el apoyo se ponen el conductor y la  
via en adecuado registro coincidente.

7. -  Método para manipular un elemento semiconduc­
to r, caracterizado por proveer material ferromagnético en 
el elemento de acuerdo con una p la n tilla , la  cual se re ­
f ie re  a la  disposición eléctrica del elemento, y por ex­
poner el elemento en un campo magnético con una orienta­
ción limitada y particu lar relacionada con la  disposición 
'siendo e l campo de suficiente intensidad para a traer y re­
tener el elemento semiconductor de acuerdo con la  orienta­
ción y la  disposición.
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8. -  üétodo segán la  reivindicación 7, caracteri­

zado porque el campo magnético se dispone de manera que 
presenta un movimiento v irtua l y determina el transporte 
del elemento semiconductor.

5 9* -  Elemento eléctrico, especialmente para la
ejecución de dicho método según una cualquiera de las re i­
vindicaciones anteriores, que comprende un cuerpo para la  
colocación en registro  coincidente con la  vía conductora 
exterior y a l menos un conductor, caracterizado porque en 

10 el elemento se incorpora una región imantable, estando el 
tamaHo, forma y características magnéticas de la  región 
relacionados especialmente con la  colocación del conduc­
tor de una manera predeterminada.

10. -  Elamento eléctrico, especialmente para la  
15 ejecución de dicho método según la  reivindicación 1, ca­

racterizado porque la  relación espacial predeterminada de 
la  región con respecto al conductor y la  vía depende de la  
intensidad, orientación y polaridad de un campo magnético 
asociado con la  vía, de modo que cuando la  región y el

20 campo reaccionan magnéticamente los conductores se ponen 
en reg istro  con las correspondientes vías conductoras.

11. — Elemento eléctrico, especialmente para la  
ejecución de dicho método según las reivindicaciones 1 ó

25
2, y que comprende un cuerpo semiconductor, caracterizado 
porque la  región imantable comprende material ferromagné- 
;ico en una configuración predeterminada.

12. — Elemento eléctrico, especialmente para la 
ejecución de dicho método, según las reivindicaciones 10
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u 11, y que comprende conductores metálicos fijados a l 
cuerpo, caracterizado porque la  región se ha lla  en a l me­
nos uno de los conductores.

13* -  Tablero de montaje, especialmente para la  
5 -ejecución de dicho método, del tipo que compre Ade un ele­

mento dieléctrico con una disposición de circuito conduc­
to r sobre el mismo apto para la  fijac ión  permanente de 
dispositivos semiconductores, según una cualquiera de las 
reivindicaciones 1 a 6, caracterizado por comprender ma­

lo te r ia l  ferromagnético distribuido de acuerdo con una con­
figuración particular y dispuesto para cooperar con mate­
r ia l  imantable en los dispositivos semiconductores para 
permitir el posicionsmiento de tales dispositivos sobre 
el tablero para montaje en el mismo.

15 14. Tablero de montaje, especialmente para la  '
ejecución de dicho método, según la  reivindicación 13, 
caracterizado porque el material ferromagnético tiene una 
producción de energía relativamente elevada y está  polari­
zado de modo que presenta una particular orientación mag- 

20 nética.
15. -  Tablero de montaje, especialmente para la  

ejecución de dicho método, según la  reivindicación 13, 
caracterizado porque"el material ferromagnético tiene una 
producción de energía relativamente baja y está  d is tribu i­
do de manera que define zonas que constituyen entrehie- 
rros en un circuito  magnético que se han-de llenar con ma­
te r ia l  ferromagnético en los dispositivos semiconductores.

16. -  Tablero de montaje, especialmente para la



ejecución de dicho método que forma parte de un aparato 
de montaje electrónico, según cualquiera de las reivindi­
caciones 13 a 15 y comporta elementos separados de fuerza 
magnetomotriz acoplados a l material ferromagnético dis- 

5 tribuido en el tablero .
17. -  Método para la  orientación de elementos eléc­

trico s , elementos eléctricos y tablero de montaje para la  
ejecución de dicho método.

Esta memoria consta de tre in ta  y una hojas, escri­
tas por una sola cara.

de 1970.
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ô "



[WESTERN ELECTRIC 0 3 , 2

5911

KH AUrOüBAOÓM.



' KMAUTOHZAOáMt

-;// / ^ / '

/

fr//? / 2 ¡HOJAS HOJA-f

375911

8

^*/G. 9

/=*/̂  /3  "/37
M ! .  ' ? *  ^  ' j a

/i6-

/J9"

7

r /J/
-/^ J





¡WESTERN ELECTRIC C O / IN C . F/6 3



/03

i

2 HOJAS, HOJA2


	Bibliographic data
	Description
	Claims
	Drawings



